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１．概要（Summary） 
グラフェンは高い電子移動度を有するため、従来のシ

リコンを用いたトランジスタに置換わる次世代の高

速トランジスタ材料として期待されている。グラフェ

ンの電子デバイス応用で最も重要かつ困難となるの

は、グラフェンへのバンドギャップ形成である。これ

までにグラフェンへのバンドギャップ形成について

多くの手法が提案されており、グラフェンをナノリボ

ン状に形成し量子閉じ込め効果によってリボン幅に

依存したバンドギャップが形成されることが理論的

に報告されている。本研究では、集束イオンビームを

用いてグラフェンを局所的にリボン状に加工した際

のグラフェン FET の電気特性とリボン部分の結晶性

をラマン分光によって調べた。 
２．実験（Experimental） 
n-Si 基板/SiO2 (300 nm)上にキッシュグラファイトか

ら剥離法を用いてグラフェン試料を作製した。作製し

たグラフェンに電子ビーム露光・電子ビーム蒸着・リ

フトオフプロセスにより Ti/Au 電極形成し、グラフェ

ン FET 構造を作製した。加速電圧 30keV の条件でグ

ラフェン FET チャネル部をリボン状に加工し、リボ

ン部分の結晶性をラマン分光によって調べた。また、

チャネル部をリボン状に加工したグラフェン FET の

電気特性の評価を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig.1 に長さ 1 µm、幅 50 nm のリボン状に加工した

グラフェンの SEM 像を示す。FIB 加工によって任意

のリボン幅、リボン長さに加工することが出来た。し

かしながら顕微ラマン分光マッピングの結果から、

FIB 加工領域周囲 3 µm の領域において、グラフェン

の欠陥に由来する D バンドピークが現れることが分

かった。このことは、FIB 加工によってグラフェンナ

ノリボンを作成すると、加工領域周辺約 3 µm の領域

に集束イオンビームのガウス分布のビームプロファ

イルに起因する照射損傷が発生することを示唆して

いる。また、リボン状加工前後でのグラフェン FET
の電子移動度の変化率を調べると、リボン状に加工後

では移動度が 1 %以下にまで低下し、300 度真空アニ

ールによって 2 %程度にまで回復することが分かった

（fig.2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig1:SEM image of graphene channel fabricated by 
FIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2:Rate of change in carrier mobility of graphene 
before and after channel fabrication with various 
width 
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